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１．概要（Summary） 
サファイア基板を用いた AlGaN 系紫外発光素子にお

いて、基板側から光放射させる場合には大気との屈折率

差が大きいため、光取り出し効率向上対策としての表面

テキスチャー加工が重要である。発光波長と同じサブミク

ロンオーダーの加工のため、ナノインプリントによるマスク

パターン形成とドライエッチング条件を検討した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・UV ナノインプリント装置 
・アルバック ICP-RIE 
・ECR エッチング装置 

【実験方法】 
ナノインプリント用モールドは、凸円柱状および凹ディ

ンプル状の六方最密配置のものを用いた。直径は 250～
325 nm、ピッチは 335～435 nmの範囲で複数種類を準

備した。UV インプリントのレジストとしては二層構造のもの

を用いた。インプリント後上層の残膜は CF4、下層は O2

系ガスを用いたドライエッチングで除去した。レジストパタ

ーンをマスクとして、BCｌ3 系ガスによるドライエッチングで

サファイア基板表面にテキスチャー加工を施した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1 は、凹型モールドを用いたナノインプリント後

に下層をドライエッチングして形成したレジストパター

ン形状の SEM 像である。今後、本マスクを用いた、サ

ファイア基板あるいは窒化物そうのテキスチャー加工

条件をつめていく。 
 
 

 
Fig. 1. Nano-pillar Pattern formed by 

nanoimprint and dry etching. 
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